conoves | POPIS VYNALEZU | 252577

REPUBLIKA

& > an (B1)
(1) K AUTORSKEMU OSVEDCENI
1) Int. C14
(22) P¥ihl&Zeno 22 10 85 G 01 R 29/00

(21) pv 7564-85

(40) 2vefejn&no 12 02 87
URAD PRO VYNALEZY | (45 vydano 15 03 88
A OBJEVY

(75)
Autor vynélezu 3PASTNY VLADIMIR ing., VESELY MIROSLAV ing.,
MLEJNKOVA JIRINA, PRAHA

(54) Zpasob vytvoFfeni ohmického kontaktu pro méfeni epitaxnich
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zZpisob se tykd oboru mikroelektroniky
se zamd¥enim na zplsob vytvo¥eni ohmického
kontaktu pro m&fen{ epitaxnich a implanto-
vanych struktur C-V metodou pomoci rtutové
sondy.

Zpisob ¥e3f problém snifen{ pracnosti
p¥ipravy epitaxnich a implantovanych struk-
tur p¥ed m&F¥enfm, zvySeni reprodukovatel-

- nosti m&feni, snifeni &asovych ztrdt pfed
a po m&fenf a odstrané&n{ mechanického na-
rusen{ povrchu substritové strany uvedenych

struktur.
Podstata spo&ivd v tom, Ze ohmicky

kontakt pro md¥en{ epitaxnich nebo implan-
tovanych struktur se vytvo¥i tim, Ze mezi %; ///////////(/////////////////////

substrdtovou stranu struktury a p¥ivodni
A Ll

elektrodu se nanese alespon jedna kapka 1
a¥ 5% roztoku kyseliny chlorovodikové.
Zptisob miZe byt vyuZit ve vSech oborech
mikroelektroniky, zejména p¥i mé&¥eni epi- ;
taxnich a implantovangych struktur, vytvofe- 12
nych z germania, k¥emiku, jakoZ i bindrnich
a terndrnich slou&enin typu AIIIBV, 2 1
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vyndlez se tyk& zplsobu vytvofeni ohmického kontaktu pro m&¥eni epitaxnich a implanto-
vanych struktur metodou sniméni charakteristik "kapacita-nap&ti", tzv. metodou C-V m&feni
na Scﬂottkyho ptechodu pod rtufovym kontaktem, realizovanym rtutovou sondou.

Ohnicky kontakt mezi kovem a polovodifem je charakterizovdn stabiln& nizkym odporem
£200fL a linedrni voltampérovou charakteristikou. Dosud bylo zjiSt&no, Ze ohmicky kontakt
vytvdteji pouze ndkteré slitiny kovd. Jeden ze zndmych zplsobll vytvofeni ohmického kontaktu
spodivd v napa¥en{ kovovych slitin nap¥. AuPd, AuNi, AuGe na povrch gtruktury.

Dal¥{ zn&my zplsob, zpravidla pouffvany pro Glely m&feni, je vt{rdn{ slitin kovl napi.
GaZn, GasSn do pfedem zbroufeného povrchu substritové strany m&¥ené struktury. Na vytvoifeny
ohmicky kontakt se pak p¥ikl14d4d nebo p¥iletuje kovovd p¥ivodni elektroda. Po ukon&eni m&¥fent
se ohmicky kontakt odstrani.

Nevyhodou t&chto zpisobl je jejich pracnost, soudasnd hroz{ nebezpe&i destrukce m&¥ené
struktury p¥i vytvafeni i odstrafiovdni ohmického kontaktu a kontaminace dalZich technologic-
k¢ch procest zbytky nanesenych kovii. Dal3f nevghodou stdvajicich zplisobd je Spatnd reprodu-
kovatelnost mé¥en{ a znadné Sasové ndroky na p¥ipravu struktur p¥ed i po m&¥eni.

Tyto nevghody do znadné miry odstrafiuje zplsob vytvo¥eni ohmického kontaktu pro mé&¥eni
epitaxnfch a implantovanych struktur C-V metodou pomoci rtufové sondy podle vynédlezu. Pod-
stata vyndlezu spodivd v tom, %e mezi substrdtovou stranu struktury a pfivodn{ elektrodu se
nanese alespoi jedna kapka 1-5% roztoku kyseliny chlorovodikové. Ohmicky kontakt na substré-
tové strand struktury se po ukon¥eni m&feni odsaje filtra&nim papirem nebo se nechd odpafit.
Vlastnost, %e kyselina chlorovodikovd vytvA¥{ ohmick§ kontakt, byla zjiSt&na jako nova.

V¢hody Fefeni podle vyndlezu spo¥ivajl v podstatném sniZeni &asovych ztridt a pracnosti
ptipravy struktur pfed i po m&¥enf a v odstrandni nebezpe&{ destrukce m&¥ené struktury p¥i
vytvd¥eni i odstrahovdni ohmického kontaktu. D&le je vyloufena kontaminace dalfich technolo-
.gickYCh procesid, nebof kyselina chlorovodikovd se po m&¥en{ bezezbytku odsaje a vi¥i povrchu
struktury je inertnf. Soufasn& se zvy3{ reprodukovatelnost mé&¥eni{ a odstrani mechanické na-*
rufeni{ povrchu substrdtové strany uvedenych struktur.

Vyndlez lze vyu¥ft v mikroelektronice zejména p¥i m&¥eni epitaxnich a implantovanych

struktur vytvo¥enych z germania, k¥emfku, jakoZ i bindrnich a terndrnich sloudenin typu
IIIgV
A BY.

Zpisob podle vyndlezu je d4le podrobn&ji vysvétlen s odkazem na pfipojeny vykres, ktery
pfedstavuje mezioperadni m&¥eni profilu koncentrace p¥im&€s{ v epitaxnf struktufe arzenidu

galia.

Kruhovd desti&ka 1 arzenidu galia o primé&ru 40 mm a tlousfce 0,35 mm, na jeji¥ le3té&né
strand je vytvofena epitaxni{ struktura 12, sestdvajlci ze dvou tenkych vrstev o tloudtkach
4,2 pam a 0,28 am, se poloZi stranou s epitaxnf strukturou 12 na t&leso rtutové sondy 2 pro-
filometru. Na substridtovou, neleXtZnou stranu 11 destifky 1 arzenidu galia, se p¥itiskne
mosazny disk 3 pomocf prufiny 5, ktery je soulédsti mé&ficiho p¥fpravku. Na okraj disku 3 se
nanese jedna nebo n&kolik kapek 4 5% roztoku HCl, ktery vlivem kapilarity vnikne mezi disk
3 a povrch soubstr&tové strany 11 a vytvo¥{ ohmicky kontakt, potfebny pro m&feni. Po m&¥eni
se ohmicky kontakt odsaje nebo vysu3{.
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PREDMET VYNALEGZU
Zplisob vytvofeni ohmického kontaktu pro m&¥enf epitaxnich a implantovanych struktur
C-V metodou pomoc{ rtufové sondy vyznalujfci se tim, %e mezi sunstritovou stranu struktury

a pfivodni elektrodu se nanese alespon jedna kapka 1-5% roztoku kyseliny chlorovodikové.

1 vykres
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